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La croissance d’hétérostructures a base de Ge/Si(001) (ou plus généralement de SiGe/Si(001)) a
suscité un grand intérét tant d’un point de vue fondamental que d’un point de vue appliqué du
fait de leur compatibilité avec la technologie CMOS. Le systéeme hétéroepitaxial Ge/Si(001)
peut en effet étre considéré comme un prototype pour I'’étude du mode de croissance
Stranski-Krastanow, qui donne lieu a la formation d’flots 3D auto-assemblés sur une couche de
mouillage. Au cours de ces vingt dernieres années, de nombreuses études ont tenté d’élucider
les mécanismes de formation ainsi que les propriétés optoélectroniques de ces flots. Dans une
premiere partie, je discuterai les aspects cinétiques et thermodynamiques de la croissance
d’ilots. Puis, je montrerai que le décapage chimique sélectif du Ge par rapport au Si combiné
avec la microscopie a force atomique est un outil trés puissant pour étudier la composition des
flots auto-assemblés de SiGe/Si(001). Cette technique a permis de mettre en évidence un profil
latéral de composition dans des flots de type « pyramides » ou « domes ». Plus récemment,
nous avons pu déterminer le profil de composition en trois dimensions d’ilots individuels,
permettant ainsi d’obtenir des informations trés utiles sur les mécanismes de formation de ces
flots. Lorsque la croissance est effectuée sur une surface plane, la nucléation des flots est
aléatoire. En revanche, lorsque la surface est pré-structurée, je montrerai qu’il est possible de
controler les sites de nucléation des flots. Il est ainsi possible d’obtenir des arrangements
parfaitement ordonnés d’llots en deux dimensions ce qui constitue un pré-requis indispensable
en vue de leur fonctionnalisation dans de nouveaux composants. Enfin, je discuterai
I'incorporation du carbone sur une surface de Si(001)-(2x1) et les effets sur la reconstruction et
le mode de croissance du Ge.
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